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PRESS RELEASE 報道解禁（日本時間）：4 月 11 日 午前 0 時（11 日朝刊） 

配信先：大学記者会（東京大学） 文部科学記者会 科学記者会 名古屋教育記者会 千葉県政記者クラブ 柏記者クラブ 

2024 年 4 月 9 日 

東京大学 

名古屋大学 

 

スピン分裂を示す新しいタイプの反強磁性体を発見 
――反強磁性体スピントロニクスに新しい潮流―― 

 

 

発表のポイント 

◆有機分子固体で、電子バンド構造にスピン分裂を示す反強磁性体「補償フェリ磁性体」が実

現する新しい機構を発見しました。 

◆補償フェリ磁性体は、今まで合金系などの無機化合物で実現可能性が議論されてきましたが、

有機化合物特有の格子構造を用いることで実現できることを示しました。 

◆本研究で発見した補償フェリ磁性体は、スピン分裂に起因する高効率なスピン流生成が可能

なため、スピントロニクスに新しい潮流をもたらすことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究で発見した補償フェリ磁性体を実現する新機構。通常の反強磁性体(左図)では電子バンド構造にスピン

分裂が生じないが、2 つの異なるダイマー上にスピンを互い違いに配置することによってスピン分裂が生じる

補償フェリ磁性(右図)が実現できることを示した。 

 

概要 

東京大学物性研究所の吉見一慶特任研究員、三澤貴宏特任准教授、名古屋大学大学院理学研

究科の小林晃人准教授、川村泰喜氏（研究当時：博士後期課程）、東京大学大学院新領域創成科

学研究科の橋本顕一郎准教授の研究グループは、有機分子固体特有のダイマー構造（注１）を

活用することで、磁化がゼロであるにも関わらず、電子バンド構造にスピン分裂がある補償フ

ェリ磁性体（注２）が実現する新しい機構を発見しました。さらに、新しく合成された有機分

子固体(EDO-TTF-I)2ClO4 に対して強相関第一原理計算手法（注３）を適用することで、この機

構で補償フェリ磁性体が実現している可能性を示しました。補償フェリ磁性体は反強磁性であ
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ることから、スピン分裂がある一般的な磁性体と比較して、外部へ磁場が発生しないため高密

度集積に有利だとされており、スピンを活用するデバイスへの応用が期待されています。今ま
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において、適切な反強磁性秩序が生じれば補償フェリ磁性体を実現できるという簡単な設計指
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  大学院新領域創成科学研究科 

 橋本 顕一郎  准教授  

 

名古屋大学 

  大学院理学研究科 



 

 6 / 6 

 

 

(注４)スピン流 

スピンの角運動量が伝搬する流れのこと。情報処理デバイスで電流の代わりにスピン流をもち

いることでエネルギー消費の低減やデバイス性能の向上が行える可能性が指摘されている。 

 

(注５)交替磁性体（altermagnet） 

トータルの磁化が０にもかかわらずスピン分裂を示すコリニア反強磁性体。補償フェリ磁性体

では、電子バンド構造のスピン分裂が波数に依存せず一様に生じるが、交替磁性体では、スピ

ン分裂が波数に依存して生じるのが特徴である。 

 

(注６)異常ホール効果 

異常ホール効果とは磁性体の磁気秩序に起因して、電圧をかけた方向と垂直方向に電流が誘起

される現象である。 

 

 

 


